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7 Otro aspecto importante despueés de la fabricacion del dispositivo, es (a
INTRODUCCION calidad de las peliculas depositadas en terminos de su homogeneidad,
[amano de grano Y nivel de impurezas; para verificar esto se realizo tanto
Microscopia Electronica de Barrido como Difraccion de rayos X. La figura 3
muestra fotomicrografias de las capas activas de dos dispositivos fabricados
con Metaloftalocianinas (MFts) de fierro, cobre y de zinc. En los patrones de
difraccion se puede observar una mezcla de naturaleza tanto amorfa como
cristalina (figura 4), debido principalmente a una cristalizacion parcial, donde
es posible visualizar la presencia de sefales entre 25 y 40° en 20 (°) para
as zonas amorfas y los picos caracteristicos de estructuras cristalinas [1,2].
MATERIAL Y M ETO DO _0s valores de energia de activacion obtenidos mediante espectroscopia
JV-vis se encuentran en el rango de 1.21 a 1.37 eV. El comportamiento

eléctrico de los dispositivos se evaluod por medio del calculo de movilidad de
los portadores de carga (), concentracion de trampas y huecos (P, y p,)

distribucion de la concentracion de trampas (Nte), representados en la tabla
1 para el prototipo fabricado a base de CuFt.

El enfoque moderno hacia la Quimica Verde y Sostenible en la energia
solar se centra en a sustitucion del silicio de las celdas comerciales por
semiconductores organicos gque combinan as ventajas de durabilidad,
resistencia U flexibilidad de los polimeros, con la conductividad eléctrica de
los metales. Ademas, permiten la implementacion de celdas solares con
Un ciclo de vida alto y bajo impacto ambiental al concluir su vida Util.

En (3 figura 1 se describen as tres etapas gue se establecieron para llevar
3 cabo el diseno y la fabricacion de los prototipos de dispositivos
fotovoltaicos organicos.
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o N seegullisris Figura 3. Micrografias de a) FeFt-TCNQ a 5000X y b) ZnFt-TCNQ a 5000X.

e Flujos de efectivo.

* Valor Presente Neto .
(VPN)_ 3.0x10

e Tasa Interna de _— ﬂ)
Retorno (TIR). 2.5x10"

e Tiempo de .
recuperacion.

Electrénica de
Barrido y
Espectrometria de
Dispersion de
Energia de Rayos X.

2.0x10" -

L P

W

x]1 0" -

Figura 1. Diagrama de procesos

RESULTADOS

Se planted el diseno para dispositivos de una sola capa de heterounion

dispersa, que consiste en la capa activa formada por una mezcla homogénea

del dador y aceptor electronicos, depositados conjuntamente por evaporacion

al alto vacio, dando lugar a una distribucion aleatoria de los componentes entre

los que existe una mayor superficie de contacto (figura 2a). La capa activa se

deposito sobre el dnodo constituido por una pelicula conductora de TG,

depositada sobre sustratos de vidrio. La capa activa dividio al anodo del catodo

(de plata). EL disefo para el dispositivo se ve en la figura 2b. 30 | 35 30 35 40 45 so s 0
20 (°)

Figura 4. DRX de a) FeFt-TCNQ y b) ZnFt-TCNQ
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a) Dador: Aceptador Parametrossin | Parametroscon
iluminacion iluminacion
A 1.59X 10-° 3.94X 10-°
TCNQ/MFY K (m?)/Ves (m?)/Ves
(M =Fe, Zn)
.74 X 10 7.74X 10*
ITO Po -2 m-3
Figura 2. a) Representacion esquemadatica de dispositivos fotovoltaicos de heterounion _ i
dispersa y b) diserio de la estructura esquematica del prototipo de dispositivo. Po 1/(Jem?) 1/(Jem?)
Tabla 1. Nte . 3 ) 3
R E F E R E N C I AS Propiedades eléctricas 1/m 1/m
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